
日本的字导体光激射器研究概况

1962 年美国通用电气公司、国际商业机械朵司、麻省理工学院等实瑜室在 Ga.As 二极管

上通且正向电流而获得了激光。日本各单位随即展7í丁研究。 63 年东芝首先获得了 GaA8的 吃

激光，测定了其言曹艘，发现普越随杂质的种类与漠度而改变， 8400 埃藉钱的字宽度在 0.2埃

以下。

此后，静岗大学、日本电气、三菱电机等研究所相雄制成丁字导休 GaAs 光激射器。

东芝从 64 年 2 月开始出售 Ga. As 光激射器商品，这表明它已从研究进λ了实用阶段。由

于其材料 G也As 、 Ga(Asp) ， Sic 等国内均能制造，加之构造简单，发光效率破高，故有着暖 J

高的实用价值。

GaAs 所提出的激光在虹外区，受着大气的吸收以及噪声的干扰，用于地面通凯的意义

不大，但很远作用于星际通飘。另外， GaAs 的激射光的能量密度睽高，若能很好地解决聚

焦间题，可用于打孔、悍接等精密加工。

宇导休激光的波长已从最初的 0.8 微米，扩展到 0.7-5.26 微米，估营f今后有可能得到

0.55 微米的激光，若以此作为虹宝石的激射光掘，则对缸宝石光激射器的建穰工作将产生无

可估量的作用。有人认为这时的效率可达 85%。
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今后应该研究的是 Ga.As 光激射器是否能用作放大的罔题。 由子它是一种可通性元件，

为丁获得稳定的放大，首要的同题是制得只让单方向光通过的"光隔离器"。
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日本生产激光打孔机

日本信光株式会社最近生产了激光打孔机，其性能如下:

输 λ 动率:最大 12500 焦耳(5 千伏， 500 微法 2 租)。

输出动率:最高 3 焦耳， (瞬时值达数千克/卒方厘米)，可穿透宇毫米厚的不透鳞板@ 斗

激发 i1ffi: 2 个螺旋形缸放电管。

聚焦用透辈革 f=15 毫米或 30 毫米。

波长 6943 埃。

所用工作物质t 长 15 厘米，宦徨 8 毫米的组:宝石棒(亦可用海 Nd3T玻璃代替)。由理揄
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开析得知，对于 φ=8 毫米的缸宝石棒发射的受激光，用 f=5 厘米的透缉聚焦时，在焦面上

可得宦铿为 10 微米的光点 。 但由于实际使用的缸宝石棒光学均匀度不钩高，激光有一定的发

散角，但难获得直徨为 100 微米以下的光点。同时，只有当受激光的发散角与韩对称时才能

获得园形光点，故制造优质的工作物质是提高打孔机质量的关键所在。

上边打孔机所打孔的形扰与热加工物件一样，呈"V"形，其孔徨为 0.6 毫米左右。 ( 聚焦

透锺 f=3 厘米， 服J中持捕时罔为 2 毫秽，能量密度为 107 克/厘米2 ) 

与电子束打孔相比，受激光打孔无需抽真辜，对粗辙休亦可加工，达是其优点。但就目

前而前，其孔徨远大于后者，在加工反射率、透射率高的物休时效牵极低，且设备不能连横

工作。

用受激光来榕接金属要此打孔难得多。这是因为熔接时需有一定的熔融区域缸宝石光

激射器由于不能建穰工作，很难做到这一点。它只可能用来熔接金、钢等良导热金属。

摘自日〈电子材料> 1964 年 10 月号 "ν-扩加工浊" (难波进)
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